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“ハーフメタル”はフェルミ準位においてアップかダウンスピン電子のいずれかのバ

ンドにのみエネルギーギャップを持つ特殊な電子構造を有する材料である。完全にスピン

分極した伝導電子を有することから、磁気抵抗効果などスピンに依存したあらゆる現象を

劇的に増大させる究極的スピン分極材料として期待されてきた。Co2MnSi などの Co 基ホイ

スラー合金系材料は、そのハーフメタル性が理論予測された 1990 年代以降、世界的に多く

の研究が積み重ねられ、トンネル磁気抵抗(TMR)素子[1]や巨大磁気抵抗(GMR)素子[2]など

において巨大な磁気抵抗効果が観測され、そのハーフメタル性は実験的にも実証された。

特に面直電流型 GMR 素子では、室温においても CoFe などの一般的な強磁性体では実現し得

ない大きな磁気抵抗比が実現され、実デバイスへの応用への期待も強く高まっている。し

かしながら、そのキュリー温度が高いにも関わらず、磁気抵抗効果の温度依存性が大きく、

室温では低温ほどの特性が得られないなど未解決・未解明な課題も多く残されている。本

セミナーでは、ホイスラー合金ハーフメタル材料やそのスピントロニクスデバイス応用の

進展と、残された課題・今後の展望について講演させて頂く。 
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